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【はじめに】Naフラックス法は高品質 GaN基板作製に有望

な技術であるが、成長速度が大きな課題である。成長速度

を決める要因であるフラックス中の窒素溶解量に関する理

解は未熟であった。近年開発した 4端子電気抵抗測定法に

よりフラックス中の窒素溶解量モニタリングの実証を報告

した[1]。本手法により、窒素溶解挙動に関する調査が可能に

なり、窒素溶解量の時間依存性や温度依存性等[1,2]、これま

でになかった知見が得られつつある。本研究では、フラック

スの電気抵抗測定により得られた知見を活かし、高過飽和状態

を短時間で到達させるために育成中の温度を変化させることが

効果的であること分かったため報告する。Naフラックス GaN

結晶成長に応用することで、成長速度を促進させることが可能

である。 

【実験と結果】電気抵抗測定から高温ほど窒素溶解速度が大き

いことが予測できる[2]。しかしながら、高温では GaNの溶解

度も上昇するため、過飽和度が低下する。そのため、fig.1で

示すように Dynamic温度条件では、育成開始前の初期の窒素

溶解時間の温度を大きくし、窒素の溶解を促進した上で、従来

の温度まで降温し育成を開始した。多点ポイントシード基板

[3]を種結晶とし、Dynamic温度条件及び従来の温度条件で 3

時間育成した。得られた結晶の SEM像を fig. 2に、各結晶の

角錐高さと角錐幅を評価した結果を Fig.3に示す。Dynamic温

度条件下で育成した結晶のサイズが大きいことが分かった。

Dynamic温度条件下で結晶の成長量が大きくなったのは窒素溶解量の増加により高過飽和になっ

たためであり、初期の窒素溶解を高温で行ったことで窒素の溶解が促進されたことを示唆してい

る。以上より、電気抵抗測定から高温の窒素溶解速度を利用し、成長中の温度を動的に変化させ

る条件は成長速度の向上に有効であると考えられる。 

Fig 2. Planar and bird’s-eye SEM images of 

crystal grown under dynamic (top) and 

conventional (bottom) temperature profile 
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Fig 1. Dynamic Temperature Profile used in this 

work, and conventional temperature profile 

Fig 3. Comparison of crystal size grown 

under conventional and dynamic 

temperature condition 
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